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	چکیده:
فرآيندهاي ساخت نيمه هادي ها روز به روز پيشرفته تر مي شوند. بنابراين وارد كردن اثرات اين فرآيندها بر روي يك ساختار كه در روي كاغذ به صورت ايده آل طراحي شده، امري ضروري مي باشد. اين كار نيز توسط شبيه ساز براي ما ميسر مي شود.

يك نرم افزار قدرتمند در طراحي و شبيه سازي ادوات ISE TCAD نرم افزار نيمه هادي در مقياس هاي مايكرون مي باشد.بهترين بازده اين نرم افزار براي طراحي ادوات نيمه هادي براي كاربردهاي قدرتي مي باشد.اما با دقت بسيار بالايي ، ادوات طراحي شده تا ابعاد چند مايكرون و چند دهم مايكرون را به خوبي شبيه سازي مي كند. 

در كاربردهاي قدرتي با توجه به كاربردهاي فراواني كه باياس معكوس اتصال PN دارد، لازم است تا بررسي دقيق تري روي آن انجام گيرد. اين كار با كمك نرم افزار شبيه ساز ISE TCAD قابل انجام است. ما در اين پروژه به شبيه سازي رفتار اتصال در حالت باياس معكوس PN پرداخته ايم و نتيجه گرفتیم که گرادیان و سطح دوپینگ تاثير مستقیم روی ونتاژ شکست و نوع پروفایل دوپینگ و هندسه ی device تاثیر مستقیم روی جریان اشباع معکوس دارد.
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	Abstract: 

Fabrication of semiconductor devices is getting more complex processes as the technology develops. The effect of these processes on the device behavior and predicting them are only possible for ideal devices on paper. This problem has led us to use computer aided programs.

ISE TCAD is one of these programs which is so powerful for simulating devices on the scale of micron and power devices.

PN junction, esp. in reverse bias, has a wide variety of usage in power electronics. So we need to have more precise analysis on this subject. Here, with the help of ISE TCAD simulations we will analyze the effect of doping profile on breakdown voltage and saturation current, and we will see that level and gradient of doping have direct effect on the breakdown voltage and the doping profile and device geometry have direct effect on saturation current.


